Sociedade Brasileira de Quimica ( SBQ)

Investigacao das propriedades de cintilagdo do complexo de Eu(lll) com

o ligante acido tiofeno-2-carboxilico

Flavia Cagnin (PG), Marco Aurélio Cebim (PQ), Higor Henrique de Souza Oliveira (PG), Marian Rosaly

Davolos (PQ)

UNESP - Instituto de Quimica - Departamento de Quimica Geral e Inorgdnica - Laboratorio de Materiais Luminescentes
(LML). Rua Francisco Degni s/n, Bairro Quitandinha. CEP 14800-900, Araraquara, SP, Brasil.

*e-mail: flaviacg@iq.unesp.br

Palavras Chave: Cintilagcdo, eurdpio, acido tiofeno-2-carboxilico, luminescéncia.

Introducao

Tradicionalmente o6xidos inorganicos dopados com
lantanideos (Ce**, Pr**, Eu** e Tb*) sdo utilizados
como cintiladores. As matrizes devem ser densas, de
para maximizar a absorgao de radiagdes ionizantes
e sofrer um pequeno grau de deterioragéo (radiation
damage)'. Atualmente, ha um grande interesse no

estudo das propriedades de cintilagdo de
nanoparticulas e filmes, visando-se materiais com
conformagdes diversas para aplicagdo em

dispositivos de dosimetria, inspegido industrial e
tecnologia de imagem médica®. Complexos de
lantanideos formam uma classe de compostos
inorganicos que podem ter emisséo fotoluminescente
intensa e sao utilizados em varios dispositivos foto- e
eletroluminescentes®. A cintilagcdo de complexos nao
tem sido explorada e algumas diferengas podem ser
observadas em relagcdo a oOxidos inorganicos. Em
complexos de lantanideos, o ion Ln>* é o elemento
de maior numero atébmico, sendo responsavel pela
absor¢cao de maior parte de radiagcbes ionizantes,
caracterizando uma excitagdo direta. Depois dos
processos de perda de energia, os ligantes ou o um
ion Eu* vizinho podem ser excitados, resultando na
emissao de luz. Devido a natureza dos complexos a
cintilacdo desses compostos pode ser tao intensa
quanto em nanoparticulas ou filmes de oxidos
inorganicos. Assim, o objetivo deste trabalho é
estudar as propriedades de cintlagdo de um
complexo de Eu(lll) com o ligante acido tiofeno-2-
carboxilico, eficiéncia quantica e resisténcia a
radiagdo em fung¢éo do tempo de exposi¢ao a raios-X
na faixa de 1-12 keV (soft X-rays).

Resultados e Discussao

O complexo de Eu(lll) com &cido tiofeno 2-
carboxilico foi preparado conforme apresentado na
3225BQ*. O complexo foi exposto a radiagdo de
raios-X, utilizando diversas potencias, desde 100 até
700 watts. De acordo com os resultados obtidos, é
possivel verificar que o complexo tem sua
intensidade de luminescéncia aumentada a medida
que a potencia € aumentada.
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Figura 1. Intensidades integradas das bandas reterentes a transicao
°Dy> F, em fungdo da poténcia dos raios X (a) e do tempo de
exposicao (b).

Na Figura 1, sdo mostradas as bandas referentes a

transicdo °Dy> 'F, que foram integradas e aos
resultados ajustados uma equagdo polinomial de
quarta ordem, significando que o0 mesmo tem sua
intensidade de luminescéncia aumentada na ordem
de 10* quando a poténcia dos raios X é aumentada
em 10W. Este efeito pode ser um indicativo da nao
proporcionalidade observada em cintiladores. O
complexo também foi submetido a medida cinética,
para verificagdo da resisténcia do mesmo ao
bombardeio de raios-X. O complexo mostrou-se
resistente, ndo sofrendo degradacgio significativa
durante um periodo de 4 horas de exposicdo aos
raios-X, comportamento semelhante ao 6xido
inorganico GdAIOz:Eu** apoés os primeiros 15
minutos de exposicao.

Conclusodes |

O complexos de Eu(lll) com acido tiofeno-2-
carboxilico mostrou-se resistente a exposi¢do aos
raios-X, ndo apresentando alteracdo significativa da
luminescéncia ao longo de 4 horas de exposigao.
Além disso, possui emissdo relativamente intensa
em fungéo da poténcia do feixe de excitagao (raios X
de 1-12 keV).
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